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【はじめに】近年，物品管理やセキュリティの分野において，RFID タグのような無線による情報

通信が注目され，将来的には透明でフレキシブルな RFID タグの実現も期待されている．酸化亜

鉛（ZnO）は低温成膜によりフレキシブル基板上への応用が可能，さらに可視光領域における透

明性が高いなどの特徴から次世代フレキシブルデバイスへの展開が注目されている．しかし，p

形 ZnO薄膜の作製が極めて難しいため，pn接合による整流素子の作製が困難である．そこで我々

は新しい構造を用いた整流素子であるプレーナ型のセルフスイッチングダイオード

（Self-Switching Diode; SSD）[1]に注目し，完全透明化とその電気特性について報告してきた[2]．

今回，我々はプロセスの簡略化、素子構造と整流比の改善を目的として，MIS 構造を有するセル

フスイッチングダイオード（MIS-type SSD）を作製し，その電流-電圧特性や整流比を評価したの

でそれらの結果について報告する． 

【実験結果】プラスチックのような熱に弱い基板にも応用できるように，基板加熱せずにガラス

基板上に ZnO 薄膜を成膜し，MIS 型 SSD の作製を行った．従来のプレーナ型 SSD と今回作製し

た MIS 型 SSD の試料構造を図 1 に示す．プロセスの観点から，従来のプレーナ型 SSD では電子

ビームリソグラフィを用いていたため作製プロセスが複雑であったが，フォトリソグラフィを用

いることにより加工プロセスが簡略化された．さらにはフレキシブル化や透明 SSD[3]への展開が

容易となる優位性がある．電気特性の観点から，従来のプレーナ型 SSD の理想的な構造を突き詰

めていけばMIS 型 SSDのような構造も考えることができ，同等以上の特性が得られることが期待

できる．このようにMIS 型 SSDは薄膜トランジスタ（TFT）構造と類似する構造を持ち、TFT の

大きなオン-オフ比を有効に生かせ，ゲートとソースを導通させたことでダイオード特性を得るこ

とが可能となる．図 2 に作製された MIS 型 ZnO-SSD の電流-電圧特性を示す．最大電流値 7.0 

mA/mm，整流比= 3.7×106が得られ，我々が報告した ZnO-SSD[3]と比べ，桁単位で特性が向上

した．当日は異なる寸法をもつ ZnO-SSD の特性や周波数応答を評価した結果ついても議論する． 
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(a) Planer-type ZnO-SSD  (b) MIS-type ZnO-SSD           

図 1. プレーナ型 SSDとMIS 型 SSD の構造概略図    図 2. 各整流素子の電流-電圧特性 
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